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Abstract (Aim, Use
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超伝導トンネル接合(STJ)アレイX線検出器は、軟X線に対して、半導体X線検出器に
匹敵する効率と波長分散型検出器に匹敵するエネルギー分解能を有している。この
ような高性能なX線検出器と走査電子顕微鏡を組み合わせ、ナノスケールまで集光
された電子プローブを用いた高効率X線発光分光（XES）で、ナノスケール化学状
態分析を可能にする分析装置開発を行っている[1]。高X線検出効率を実現するため
には、多層配線技術を活用した高密度構造が必要である。
今回は、多層配線構造適応したSTJの断面形状評価を行うため、集束イオンビーム
加工観察装置（FIB）を用いて断面形状観察を行った。

実験
Experimental STJの断面形状を評価するため、FIBにて断面作製を行い、SIM観察を行った。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.1にSIM像の一例を示す。材料によるコントラストの違いが明瞭に出ており、Si
基板上の埋め込みNb配線上にNb/Alのジョセフソン接合はキレイにできるているこ
とが分かった。また、ジョセフソン接合の上部電極に対してもNb配線のコンタクト
も問題なくできていることが分かった。

図・表・数式 1
Figures, Tables and
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Fig.1 Cross-sectional SIM image of STJ
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